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磁性と半導体特性の両方を有する希薄磁性半導体（DMS）はスピントロニクスデバイス材料と

して期待され、その機構解明と特性制御が求められている。希土類元素である Gd を添加した磁

性半導体は室温強磁性を示す場合があるものの[1,2]，その発現機構は未解明な点が多い。特に

GaMnAs 系で提唱されている不純物バンド（IB）モデルや束縛磁気ポーラロン（BMP）モデルと

の比較検証やキャリア数とフェルミ面位置の関係に興味が持たれる[3]。本研究では，Siドーピン

グした希薄磁性半導体 GaGdAs:Si/GaAs超格子をMBE法により作製し，VdP法による電気特性評

価、PL測定による光学特性評価、振動試料磁力計（VSM）による磁化測定を行った。Gd セル温

度を 1000～1400 ℃の範囲で変化させることで Gd 濃度を変化させ、Siセル温度は 950℃もしくは

1050℃としドーピング量を調整した。Fig.1 に Si セル 1050℃の試料の PL スペクトルを示す。Gd

セル 1000℃の試料では 1.51eV 付近のバンド端発光より高エネルギー側に Burstein-Moss シフトを

示すブロードなピークが見られ Si ドープ量の増加によるフェルミ面の上昇が示唆される。Fig.2

に示す VSM測定から得られた磁化は Gdセル温度とともに単調増加し、特に Gdセル 1400℃試料

においては強磁性を示していたことから、この系では BMP の形成が強磁性の発現を促していると

考えられ、適切なキャリアドープに強磁性相関の制御の可能性を示している。 

 Fig.1  PL spectrum of GaGdAs/GaAs superlattice. Fig.2  Magnetization of GaGdAs/GaAs  

        superlattice at 1.4T magnetic field. 
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